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H-Feld-MefB3gerat

Krank durch Elektrosmog? Dieser Artikel bietet einen kleinen
Einblick in den Bereich Elektrosmog und stellt ein H-Feld-MeBgerét zum
Aufspliren von niederfrequenten magnetischen Wechselfeldern vor.

Allgemeines

Der Begriff ,,Elektrosmog™ geistert seit
langerer Zeit durch die Medien. Die Bevol-
kerung wird durch zum Teil unrichtige und
iibertriebene Berichterstattung vor allem
seitens der Sensationspresse verunsichert.
Wir wollen mit diesem Artikel und dem
hier vorgestellten H-Feld-MeBgerit ein
wenig zur Aufkldrung beitragen und dem
interessierten Leser ein Hilfsmittel in die
Hand geben, mit dem er einfach und ko-
stenglinstig Felder aufspiiren und gegebe-
nenfalls getroffene Schutz- und Verbesse-
rungsmaBnahmen tiberpriifen kann.

Zunichst zum Begriff , Elektrosmog*.
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DieserlidBtdurchdie Vereinigung der Worte
,-Elektro*“und ,,Smog‘ auf eine elektrische
Verunreinigung der Umgebung schlieen.
Unter Elektrosmog versteht man elektri-
sche und magnetische Felder, die den Raum
durchdringen, d. h. einen Raumzustand
beschreiben und durch das Vorhandensein
elektrischer Spannungen (Potentialdiffe-
renzen) und elektrischer Strome erzeugt
werden.

Die eigentliche Bedeutung des Wortes
»mog* kommt aus dem Englischen und
setzt sich aus den Begriffen ,,smoke* fiir
Rauch und ,fog™ fiir Nebel zusammen.
Hiermit werden die durch bestimmte Wet-
terlagen bedingten ,,Dunstglocken® iiber
Landstrichen mit erh6hten Emissionsbela-

stungen durch Abgase aus Industrie, Haus-
halt und Kfz-Verkehr beschrieben. Dieser
Smog bringt fiir viele Menschen gesund-
heitliche Probleme z. B. in Form von Atem-
beschwerden, Kopfschmerz usw. mit sich.
Der,,Luftsmog* ist auch von wissenschaft-
licher Seite unbestritten als gesundheitsge-
fahrdend erkannt worden.

Im Gegensatz dazu ist die gesundheits-
gefihrdende Wirkung des Elektrosmogs
weder wissenschaftlich noch durch statisti-
sche Untersuchungen (eindeutig) nachge-
wiesen. Diese Aussage bedeutet aber nicht,
dal3 bestimmte Menschen auf diese Felder
nicht empfindlich reagieren.

Bis zu einer eindeutigen Kldrung seitens
der Wissenschaft empfiehlt es sich vor-
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sichtshalber, starke elektrische und ma-
gnetische Felder zu meiden, um ein etwai-
ges Risiko moglichst gering zu halten. Wie
bei fastallen Umweltbelastungen stelltauch
hier nicht unbedingt der absolute Maxi-
malwert der Intensitit dieser Felder eine
Gefahr dar, sondern einen wesentlichen
Beitrag zur Belastung hat die Verweildau-
er in einem solchen Feld.

Im Gegensatz zu dem vorher beschrie-
benen Luftsmog konnen wir Menschen
den Elektrosmog mit unseren Sinnesorga-
nen aber nicht wahrnehmen und sind somit
auch nicht in der Lage, solche Felder zu
meiden. Fiir den Nachweis dieser Felder
(Belastungen), ob gesundheitsgefihrdend
odernicht, sind wir auf entsprechende Mef3-
gerite, wie z. B. das hier vorgestellte
H-Feld-MefBgerit, angewiesen.

Daes verschiedene Arten von Feldernin
der Elektrotechnik gibt, gibt es auch ver-
schiedene Mefgerdte um diese Felder zu
bewerten. Im Groben kann unterschieden
werden zwischen stationiren elektrischen
und magnetischen Feldern und wechseln-
den Feldern. Letztere werden noch einmal
unterteilt in quasistationdre Wechselfelder
und elektromagnetische Wechselfelder
(elektromagnetische Wellen).

Neben den elektromagnetischen Wech-
selfeldern, die z. B. durch undichte Mikro-
wellengerite, Rundfunksender und Mobil-
funktelefone abgestrahlt werden, stellen
die quasistationdren, d. h. sich langsam
andernden Wechselfelder eine wesentli-
che Storquelle in Privathaushalten dar.

Bei quasistationdren Wechselfeldern
mul} zwischen magnetischen und elektri-
schen Feldern unterschieden werden. Je
nach Art der Strahlungsquelle entstehen
hier vornehmlich elektrische oder magne-
tische Felder.

Hohe Wechselspannungen erzeugen
elektrische Wechselfelder, wihrend hohe
Wechselstrome magnetische Wechselfel-
der zur Folge haben. Die Messung, auf die
wir uns hier konzentrieren wollen, ist die
der niederfrequenten quasistationdren ma-
gnetischen Wechselfelder im Frequenzbe-
reich von 50 Hz bis ca. 100 kHz. Diese
treten in Privathaushalten sehr oft auf und
sind aufgrund ihrer Hiufigkeit und Stirke
auch die in diesem Frequenzbereich be-
deutendere Feldart.

Solche magnetischen Felder treten im
Prinzip tiberall dort auf, wo elektrische
Strome im erwihnten Frequenzbereich flie-
Ben, wie z. B. in der Nihe von Leitungen
der Hausinstallation (50 Hz), in Fernseh-
geriten und Computermonitoren (kHz-Be-
reich), usw. Die magnetischen Felder, die
von solchen Geriten ausgehen, sind z. T.
nicht unerheblich, jedoch ist der Abstand
zu den erwéhnten Quellen meist grof3 und
die Feldstirke am Ort des Betrachters so-
mitrelativ klein (der Zusammenhang Feld-
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stirke < Abstand zur Quelle wird spéter
genauer erldutert).

Grofle magnetische Wechselfelder tre-
ten auch dort auf, wo Streufelder entstehen
und/oder hohe Strome flie3en.

Solche Streufliisse (-felder) sind Teile
eines systembedingt erzeugten magneti-
schen Flusses (Feldes), die das eigentliche
Nutzsystem (z. B. Trafokern) verlassen
haben und dann die Umgebung der Quelle
durchdringen. Sie treten z. B. in der Nihe
von Elektromotoren, Drosseln von Leucht-
stofflampen und Transformatoren mit ho-
hen Pegeln auf. Vor allem die magneti-
schen Felder, die von Transformatoren
ausgehen, konnen als kritisch angesehen
werden, da oft die Verweildauer in der
Nihe solcher ,,Strahlungsquelle® sehr grof3
und der Abstand zur Quelle klein ist.

Ein typischer Vertreter dieser Storer ist
der Radiowecker. Dieser besitzt aus Ko-
stengriinden meist einen einfach konstru-
ierten Trafo mit groem Streufeld und wird
in unmittelbarer Ndhe des Bettes aufge-
stellt. Der Abstand ist klein, die Verweil-
dauer und die Stirke des Feldes sind hoch,
daraus folgteine grofle Belastung des Men-
schen.

Auch die immer beliebter werdenden
Halogenlampen sind in dieser Hinsicht
nicht ganz unkritisch. Die Zuleitungen fiir
solche 12V-Halogenlampen fiihren einen
19-fachen Strom gegeniiber einer ,,norma-
len” 230V-Lampe bei gleicher Leistung,
d. h. das von den Lampenleitungen ausge-
hende Magnetfeld ist auch um den glei-
chen Faktor grofer, und der zusitzlich
erforderliche Transformator sorgt mit sei-
nem Streufeld fiir weitere magnetische
Feldkomponenten. Wird dann noch die
Montage mit einem Seilsystem vorgenom-
men, bei dem Hin- und Riickleiter einen
relativ groBen Abstand zueinander haben,
ist der ,,worst-case”-Fall in bezug auf die
Intensitit des sich ausbreitenden magneti-
schen Feldes erreicht.

Vor allem solche oben beschriebenen
Konstellationen stehen in Verdacht ,,nicht
gesundheitsfordernd* zu sein.

Da der Mensch, wie schon erwihnt, die
ausgehenden Felder nicht wahrnehmen
kann, miissen diese mit dem H-Feld-Mef3-
gerit aufgespiirt werden. Ist die Stérquelle
lokalisiert, konnen Gegenmafinahmen ge-
troffen werden, deren Wirksamkeit auf-
grund der guten Genauigkeit dieses preis-
giinstigen Mefgerites iiberpriift werden
kann.

Nach diesen meist allgemeinen Erldute-
rungen wollen wir fiir den interessierten
Leser auch die physikalische Seite kurz
betrachten.

Physikalischer Hintergrund

Aus Griinden der Ubersichtlichkeit

konzentrieren wir uns hier auf die Be-
schreibung des magnetischen Feldes. Das
H-Feld-MeBgeridt mifit die Intensitét des
magnetischen Wechselfeldes. Dabei wird
der Betrag der den Raum durchsetzen-
den magnetischen FluBdichte B (Induk-
tion) erfalt und angezeigt. Als Einheit
fiir die FluRdichte gilt: [B] = Vs/m?>=T
(Tesla).

Der Wert der magnetischen Flu3dichte
kann aufgrund der verwendeten Luftspule
als MeBwertaufnehmer auch in die magne-
tische Feldstirke umgerechnet wer-
den, da der allgemeine Zusammenhang

B iiepu,

sich im Medium Luft mit der Permeabilitét
Ww=1zu

B=ip,

vereinfacht (W =4 * 107 Vs/Am). Fiir die
Einheit der magnetischen Feldstirke gilt:
[H] = A/m.

Beide GroBen, FluBdichte B und Feld-
starke H, sind vektorielle Grof3en und wer-
dendaher durch Betragund Richtung exakt
beschrieben. Zur Veranschaulichung wol-
len wir beide Komponenten (Richtung und
Betrag) am einfachen Beispiel eines lan-
gen stromdurchflossenen Leiters niher er-
klédren.

Um jeden stromdurchflossenen Leiter
bildet sich ein magnetisches Feld aus. Die-
ses Feld kann anschaulich durch sich kon-
zentrisch um den Leiter ausbildende Feld-
linien dargestellt werden. Die Richtung
der den Raumzustand beschreibenden Feld-
linien kann durch die ,,Rechte-Hand-Re-
gel” ermittelt werden. Dabei richtet man
den Daumen in Richtung des Stromes und
die vier gekriimmten Finger geben dann
die Richtung der Feldlinien an.

Um ein Gefiihl fiir die auftretenden Be-
trage der magnetischen Flufidichte zu be-
kommen, werden wir im folgenden eine
Formel zur Berechnung der magnetischen
Fluldichte in der Umgebung des langen
stromdurchflossenen Leiters herleiten.

Wir setzen den Durchflutungssatz mit

@:j?ﬁ*d? (GL. 1)
l

an, wobei H die magnetische Feldstirke,
lder Integrationsweg (Feldlinienldnge) und
© die Durchflutung darstellen.

Wird der Integrationsweg entlang einer
Feldlinie gewéhlt, so geht das Skalarpro-
dukt ins Produkt der Skalare iiber. Da die
Feldstirke entlang eines Umlaufes kon-
stant ist, kann weiter vereinfacht werden
zu:
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@:Hj;dl
1

(Gl 2).

Integriert man die Wegelemente entlang
eines Umlaufes auf, so erhilt man als Weg-
linge einen Kreisumfang und kann die
Gleichung auflésen zu

©=H=#*2m*r (GL. 3)

(r = Abstand zum Leiter).

Die Durchflutung © ist gleich der Sum-
me der Strome, die die Fldche durchfluten,
die von der betrachteten Feldlinie aufge-

spannt wird:
=1,

Bei nur einem Einzelleiter ergibt sich

(GL 4).

0=I (GL 5).
Setzt man Gleichung 5 in Gleichung 3 ein
so erhilt man fiir die magnetische Feldstér-
ke auBerhalb des stromdurchflossenen Lei-
ters:

_ I
Y T

H (Gl. 6).

Mitdemumgebenden Medium Luftkann
man die magnetische Fludichte zu

I *pu
21 *

B=H#u,= (GL.7)

oder als Grofengleichung zu

B=02%*] /A =% uT (Gl 8)
r/m
umformen.
B
i

wl
N
\W

Nach vorstehender Gleichung ergibt sich
z. B. fiir einen Strom von I = 1 A in einem
Abstand von r =20 cm eine FluBdichte von
B =1uT.

Aus Gleichung 7 bzw. 8 146t sich die
Abhingigkeit der Fludichte vom Abstand r
zwischen Leiter und Betrachtungspunkt
(MeBort) leicht erkennen. Die FluBdichte
fillt also mit groBer werdendem Abstand
schnell ab. Dies bedeutet in der Praxis, wie
schon erwihnt, da3 die Intensitit eines
magnetischen Wechselfeldes durch Ver-
groflern des Abstandes zur Quelle auf einfa-
che Weise wirksam verkleinert werdenkann.

Die obige Gleichung gilt jedoch nur fiir
einen Einzelleiter. In der Praxis tritt diese
Art der Leitungsfiihrung jedoch fast nie
auf, denn es werden in Zuleitungen von
Verbrauchern und in der Hausinstallation
immer Hin- und Riickleiter in einem Kabel
zusammengefiihrt. Diese Konstellation
kann durch die Uberlagerung der Feld-
komponenten beider Einzelleiter be-
stimmt werden. Es ergibt sich dabei fiir
die magnetische FluBdichte folgende
Gleichung:

[ =
B = Ho

d
2n 5 (d)z
2L
2

wobei d der Abstand der Leiter zueinander
und r der Abstand vom Mittelpunkt zwi-
schen den Leitern aus gemessen ist. Beim
Vergleich mit Gleichung 7 fiir den Einzel-
leiter erkennt man, dal} bei einem Kabel
mit Hin- und Riickleiter das duflere Feld
mit dem Quadrat des Abstandes r abfiillt,
d. h. bei gleichem Strom und Abstand von
der Leitung ist das magnetische Wechsel-
feld einer Paralleldrahtleitung sehr viel klei-
ner als das Feld einer Eindrahtleitung. Mit
den Werten aus obigem Beispiel mitI=1A,

(GL.9),

-

Eindrahtleitung

r

=

Zweidrahtleitung

Bild 1: Magnetische Feldverteilung einer Ein- und Zweidrahtleitung
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r=20cmundd=5mmwird B=25nT, im
Vergleich zum Einzelleiter ein um den
Faktor 40 kleinerer Wert.

Dies ist darauf zuriickzufiihren, daf} sich
die Feldkomponenten auBBerhalb der Leiter
z. T. kompensieren. Zwischen den Leitern
einer Paralleldrahtleitung verstérkt sich das
Feld allerdings, wodurch auch geklart wire,
warum eine Halogenlampen-Montage mit
Seilsystem, bei dem die Leiter relativ weit
auseinander sind, als besonders ungiinstig
im Hinblick auf die emittierte Feldstéirke
betrachtet werden kann.

Zur besseren Veranschaulichung obiger
Betrachtungen haben wir in Abbildung 1
die prinzipiellen Feldverldufe beider Lei-
tungsarten, Einzel- und Paralleldrahtlei-
tung graphisch dargestellt.

Nachdem wir nun auch die physikali-
sche Seite erldutert haben, beginnen wir mit
der Vorstellung des H-Feld-Mefgerites.

Wirkungsprinzip des
H-Feld-MeBgerétes

Die Messung eines magnetischen Wech-
selfeldes erfolgt hier durch die Auswer-
tung der in der Aufnehmerspule induzier-
ten Spannung. Es gilt 1t. Induktionsgesetz
fiir die Induktion der Ruhe (Trafoprinzip)

dd (1)
u = *
4 dt

(GL. 10),

wobei uq die induzierte Quellenspannung,
N die Windungszahl der Spule und @ (t)
den die Spule durchdringenden zeitlich
verdnderlichen magnetischen Flu3 (Wech-
selfeld) darstellt.

Der magnetische Fluf3 @ berechnet sich
allgemein tiber

q):JE*dX (GL. 11).
A

Wird davon ausgegangen, daf die Feldli-
nien eines als homogen angenommenen
Magnetfeldes die Spulenfliche A senk-
recht durchdringen, so vereinfacht sich die
obige Formel zu

O®=Bx*A (GL 12).

Da die Storquelle ein zeitlich verdnder-
liches Wechselfeld emittiert, ist die Fluf3-
dichte B als B (t) anzusetzen. Die induzier-
te Spannung ergibt sich zu

. dB (1)
“g= dt

(GL. 13).

Wird nun fiir die magnetische Flu$3-
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dichte eine sinusformige Erregung mit der
Frequenz f angenommen, so ergibt sich fiir
die induzierte Spannung letztlich:

U =N+ A*2m % f+B (Gl 14).

Aus dieser Gleichung kénnen zwei Be-
sonderheiten abgelesen werden:

Die Frequenzabhingigkeit der induzier-
ten Spannung, die aber durch eine entspre-
chende Aufbereitung des MeBsignales
kompensiert wird und die Abhingigkeit
der Spannung von der wirksamen Spulen-
fliche A. Diese ist am grofiten, wenn die
Feldlinien die Flache senkrecht durchdrin-
gen, da nur dann der gesamte Spulenquer-
schnitt als wirksame Fldche angenommen
werden kann. Dies hat zur Folge, daf} der
angezeigte MeBwert nicht nur von der herr-
schenden FluBdichte, sondern auch von
der Orientierung des Mef3gerites zur Strah-
lungsquelle abhingt.

Ist die Orientierung des zu messenden
Feldes nicht bekannt, so muf} bei der Mes-
sung durch Drehen des MeBgerites um
seine Langsachse das Maximum des ma-
gnetischen Wechselfeldes ermittelt wer-
den.

Schaltung

Das Schaltbild des H-Feld-Meflgerites
ist in Abbildung 2 dargestellt.

Die Betriebsspannung fiir die Schaltung
wird mittels eines Tasters (TA 1) ein- oder
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ausgeschaltet. Hierfiiristeine Toggle-Funk-
tion notig, die mit IC 1 A, T 1 und Zusatz-
beschaltung realisiert wurde. IC 1 ist als
D-Flip-Flop geschaltet, d. h. bei einem
Clocksignal (Low-High-Wechsel an Pin 3
durch Driicken der Taste TA 1) wird der
am D-Eingang liegende Logik-Pegel zum
Ausgang Q (Pin 1) iibertragen und gespei-
chert. Die Riickfiihrung vom Q-Ausgang
(Pin 2) an den D-Eingang bewirkt, daf} sich
der Zustand am Ausgang Q bei jedem
Clocksignal dndert (toggelt). Die Zeitkon-
stante R 2, C 2 sowie der Kondensator C 1
sorgen dabei fiir eine einwandfreie Ent-
prellung des Tasters.

DerLingstransistor T 1 arbeitetals Schal-
ter und 148t die von der 9V-Batterie kom-
mende Spannung nur dann durch, wenn
der Q-Ausgang von IC1A Low-Pegel
fiihrt. Die Leuchtdiode D 1 signalisiert den
momentanen Betriebszustand.

Der néchste Schaltungsteil ist der MeB-
verstarker, der im einzelnen aus einem
Vorverstirker, Tiefpal und einem Gleich-
richter besteht.

Der Vorverstirkeristmitdem OP IC2 A
realisiert und verstirkt die von der Aufneh-
merspule L 1 kommende Wechselspan-
nung mit dem Faktor 9,2 (1+4 R 8 /R 7).

Uber den Koppelkondensator C 4 ge-
langt die Wechselspannung auf den mit
IC 2B gebildeten Tiefpall. Dieser Tiefpall
dient zur Linearisierung, da bei gleichblei-
bender Feldstirke in der Spule L 1 die
induzierte Spannung mit zunehmender Fre-
quenz ansteigt. Diese Frequenzabhingig-

keit wird vom Tiefpall kompensiert. Die
Grenzfrequenz wird durch C 5 und R 10
bestimmt und liegt bei ca. 20 Hz.

Uber den Koppelelko C 6 gelangt das
MeBsignal auf den Gleichrichter, der mit
dem OP IC 2Cund Zusatzbeschaltung auf-
gebaut ist. Die Verwendung von Schott-
kydioden (D 2 und D3) erlaubt eine
Gleichrichtung von Frequenzen bis zu
100kHz.

Der mit Hilfe des Tiefpasses R 16, C 7
gebildete arithmetische Mittelwert der
MeBspannung wird iiber IC 3 (Pin 5) auf
einer 10stelligen LED-Skala zur Anzeige
gebracht. Um einen moglichst groen An-
zeigebereich zu erzielen, ist die Skala log-
arithmisch aufgeteilt ( 0,22 UT bis 5 uT ).
IC 3 vom Typ LM 3915 entspricht den in
vielen ELV-Projekten verwendeten
LM3914 mit dem Unterschied, daf} die
Skala beim LM3914 linear und beim
LM 3915 logarithmisch ist.

DasIC 3 besitzt eine interne Spannungs-
referenz von 1,25 V zwischen den beiden
Pins ‘REFOUT’ und ‘REFADJ’. Mit Hilfe
des Spannungsteilers R 14 und R 15 stellt
sich an Pin 8 (REFADJ) eine Spannung
von 3,15 V ein (gemessen gegen Masse).
Diese Spannung gelangt auf den Span-
nungsfolger IC 2D und dient der Schal-
tung so als Referenzpegel.

Nachbau

Aufgrund der fertigen Aufnehmerspule
und des Verzichts auf Abgleichpunkte ge-
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Ansicht der fertig aufgebauten
Platine

staltet sich der Nachbau einfach. Alle Bau-
teile finden auf einer 108 x 53 mm messen-
den Platine Platz.

Anhand der Stiickliste und des Bestiik-
kungsplans beginnen wir die Bestiickungs-
arbeiten mit dem Einsetzen der niedrigen
Bauteile (Widerstidnde, Dioden usw.) ge-
folgt von den hoheren bzw. mechanischen
Bauteilen. Entsprechend dem Rastermalf}
sind die Bauteile abzuwinkeln und anschlie-
Bend in die dafiir vorgesehenen Bohrungen
zu stecken. Auf der Platinenunterseite wer-
den die Anschliisse verlotet und iiberste-
hende Drahtenden abgeschnitten, ohne die
Lotstellen selbst zu beschidigen. Bei den
Halbleitern (ICs und Dioden) sowie den
Elkos ist unbedingt auf die richtige Ein-
baulage bzw. Polung zu achten.

Die Leuchtdioden sollten einen Abstand
von 14 mm zur Platine aufweisen, so daf3 die
gemessene Gesamthdhe 18 mm betrégt.

Besondere Sorgfalt gilt der Montage der
Aufnehmerspule L 1, die direkt auf der
Platine festgeklebt (z. B. mit Heif3kleber)
wird. Die genaue Position der Spule istam
Platinenaufdruck zu erkennen. Anschlie-
Bend werden die Anschlu3dréihte der Spule
mit einem scharfen Messer vorsichtig vom
Isolierlack befreit und verzinnt. Die An-
schluBdrihte sind dann durch die Bohrun-
gen ,,A” und ,,B” zu stecken und auf der
Platinenunterseite zu verloten.

Alsnichstes werden die beiden Lotstifte
eingesetzt und der 9V-Batterieclip ange-
schlossen. Hierbei ist zu beachten, daf3 die
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Stiickliste:

H-Feld-MeBgerét
Widersténde:
TKQ oo RS, R11
27K e R14
6,8K ... R7,R15
0] <O R1, R4
12K oo R9
1) S R8
100kQ........... R2, R3,R6, R12, R13
220KE .. R16
(0 0) O R10
Kondensatoren:
120F oo, C5
100nF/ker ................... Cl1, C9, C10
LT S C4
TUE/100V oo C7
10UE/25V ..o C2, C3, Co6, C8
Halbleiter:
CDA4013 oo, IC1
TLO84 ... 1C2
) LY 1 2 1C3
BCS558 e, T1
BATA43 ..o D2, D3
LED, 3mm, low current,
(0] R D1, D4-D13
Sonstiges:
MeBspule, 200Wdg ..........c......... L1
Mini-Drucktaster, B3F-4050... TA1
Lotstifte mit Lotose ......... ST1, ST2

1 Batterieclip
1 Tastknopf, grau, 18mm
1 Gehduse

rote Leitung (+) mit ST 1 und die schwarze
Leitung (-) mit ST 2 zu verbinden ist.

Vor dem Einsetzen der Platine in das
Gehduse ist der Taster TA 1 mit einer
Tastkappe zu versehen.

Wie schon erwihnt, ist ein Abgleich
nicht erforderlich, und somit ist das
H-Feld-MefBgerit sofort nach Fertigstel-
lung und dem Anschluf} einer 9V-Batterie
einsatzbereit.

Hier noch ein Hinweis: Die Funktions-
fahigkeit des MeBgerites kann mit Hilfe
eines einstellbaren Netz-Trenntransforma-
tors relativ leicht iiberpriift werden. Dabei
wird eine Leiterschleife gebildet, wobei
der Riickleiter min. 2 m vom Hinleiter
entfernt sein sollte. Mit einer eingestellten
Spannung von 15 V und einem 15Q/17 W
Widerstand zur Strombegrenzung wird
durch diese Schleife ein Strom von 1 A
flieBen. In 16 cm Abstand zum moglichst
gerade zu verlegenden Hinleiter tritt dann
eine Fluldichte von ca. 1,25 UT auf, die mit
dem H-Feld-MeBgerit auch entsprechend
nachgemessen werden kann.

Achtung! Dieser Test darf nur von Fach-
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Bestiickungsplan des H-Feld-
MeBgerates
kréften durchgefiihrt werden, die aufgrund
ihrer Ausbildung dazu befugt sind.

Bedienung

Bei der Entwicklung des H-Feld-MeB-
gerites wurde grofer Wert auf eine einfa-
che Bedienbarkeit gelegt, damit das Geriit
auch von elektrotechnischen Laien benutzt
werden kann.

Mit der Taste EIN/AUS wird das Gerit
eingeschaltet und ist sofort betriebsbereit.
Das Handgerit wird nun mit der MeB3spule
voran der vermeintlichen Storquelle ange-
nihert. Der momentane MefBwert wird auf
der LED-Skala angezeigt, wobei bei An-
nidherung an die Quelle die gemessene
magnetische Fludichte ansteigen wird.
Das Maximum des Feldes an einem be-
stimmten Ort ist durch Drehen des Mel3ge-
rites um die Lingsachse zu ermitteln. Auf
diese Weise konnen die Storquellen loka-
lisiert werden. Die Wirksamkeit von ge-
troffene Gegenmalinahmen ist durch eine
Vergleichsmessung ,,Vorher-Nachher*
iiberpriifbar. Durch nochmalige Betitigung
der EIN/AUS-Taste wird das Gerit nach
der Messung wieder ausgeschaltet.

Mit diesem H-Feld-MeBgerit ist der An-
wender nun in der Lage, niederfrequente
magnetische Wechselfelder aufzuspiirenund
durch die Beseitigung der Storquellen bzw.
durch die Verringerung der Intensitét der
Felder, eine mogliche gesundheitliche Ge-
fahrdung zu verringern.
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